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【57】申請專利範圍
1.　一種方法，包含：形成嵌在一印刷電路板(PCB)基板之上半部、下半部之間的一第一金
屬層，該第一金屬層有側向分離的一對金屬填充通孔；將一半導體晶粒貼合至該 PCB基
板在該對金屬填充通孔之間的該上半部；通過該對金屬填充通孔使該半導體晶粒電氣連

接至該 PCB基板；將該 PCB基板之該上半部在該對金屬填充通孔外的一部份移除向下
到該第一金屬層；以及形成一第二金屬層於該半導體晶粒的相對四側上面及上，該第二

金屬層座落於該第一金屬層上。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含：形成由一鎳(Ni)-鐵(Fe)合金組成的該第一及
該第二金屬層。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含：形成厚度有 50微米(μm)至 1000μm的該第一
及該第二金屬層。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，更包含：在該第一金屬層中形成側向分離的一對通
孔；形成一介電層於該對通孔中且於該第一金屬層的頂面及底面上面；移除該介電層穿

過該對通孔的部份；以及在形成嵌在該 PCB基板之該上半部、該下半部之間的該第一金
屬層之前，用一金屬填滿該對通孔，而形成該對金屬填充通孔。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含用以下方式使該半導體晶粒電氣連接至該 PCB
基板：用配線接合該半導體晶粒。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含用以下方式使該半導體晶粒電氣連接至該 PCB
基板：用數個凸塊下金屬(UBM)焊盤接合該半導體晶粒。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之方法，其中，該半導體晶粒用該等 UBM焊盤電氣連接至
該 PCB基板，該方法更包含：在連接該半導體晶粒之前，在該等 UBM焊盤與該 PCB基
板之該上半部之間形成一金屬層。

- 7849 -



8.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含用以下方式形成該第二金屬層於該半導體晶粒
上面：在該第二金屬層與該半導體晶粒之間形成有 100μm至 1,000μm的一間隙。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，包含用以下方式形成該第二金屬層於該半導體晶粒
上面：形成該第二金屬層於該半導體晶粒上。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中，該半導體晶粒包含一磁性隨機存取記憶體
(MRAM)結構。

11.   一種裝置，包含：第一金屬層，嵌在一印刷電路板(PCB)基板之上半部、下半部之間，該
第一金屬層有側向分離的一對金屬填充通孔；介電層，在各通孔之側壁上且在該第一金

屬層之頂面及底面上面；半導體晶粒，在該對金屬填充通孔之間貼合至該 PCB基板之該
上半部；以及第二金屬層，在該半導體晶粒之相對四側上面及上，該第二金屬層通過該

PCB基板之該頂部而座落於該第一金屬層上。
12.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該第一及該第二金屬層包含鎳(Ni)-鐵(Fe)合

金。

13.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該第一及該第二金屬層有 50微米(μm)至
1000μm的厚度。

14.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該第二金屬層在該半導體晶粒上面有 100μm
至 1,000μm。

15.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該第二金屬層在該半導體晶粒上。
16.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該對金屬填充通孔包含銅(Cu)。
17.   如申請專利範圍第 11項所述之裝置，其中，該半導體晶粒包含一磁性隨機存取記憶體

(MRAM)結構。
18.   一種方法，包含：形成嵌在一印刷電路板(PCB)基板之上半部、下半部之間厚度有 50微

米(μm)至 1000μm的一第一金屬層，該第一金屬層有側向分離的一對金屬填充通孔；將
一MRAM結構在該對金屬填充通孔之間貼合至該 PCB基板之該上半部；藉由用數條配
線或數個凸塊下金屬(UBM)焊盤接合該MRAM結構，使該MRAM結構通過該對金屬填
充通孔而電氣連接至該 PCB基板；將該 PCB基板之該上半部在該對金屬填充通孔外的
一部份向下移除到該第一金屬層；以及在該MRAM結構的相對四側上面及上形成厚度
有 50μm至 1000μm的一第二金屬層，該第二金屬層座落於該第一金屬層上。

19.   如申請專利範圍第 18項所述之方法，包含：形成由一鎳(Ni)-鐵(Fe)合金組成的該第一及
該第二金屬層。

20.   如申請專利範圍第 18項所述之方法，更包含：在該第一金屬層中形成側向分離的一對通
孔；形成一介電層於該對通孔中且於第一金屬層的頂面及底面上面；移除該介電層穿過

該對通孔的部份；以及在形成該第一金屬層之前，用一金屬填充該對通孔，而形成該對

金屬填充通孔。

圖式簡單說明

在此用附圖舉例說明而不是限定本揭示內容，圖中類似的元件用相同的元件符號表示。

第 1圖及第 2圖圖示用以將MRAM結構磁屏蔽於打線接合式MRAM封裝中的製程挑
戰；第 3圖至第 5圖的橫截面圖根據一示範具體實施例示意圖示用以將MRAM結構的六面
磁屏蔽於薄打線接合封裝中的加工流程；以及第 6圖至第 8圖的橫截面圖根據一示範具體實
施例示意圖示用以將MRAM結構的六面磁屏蔽於薄覆晶封裝中的加工流程。
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